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Instytut Technologii Materiatlow Elektronicznych wydaje trzy czasopisma naukowe,

ktorych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego, a

w szczegoIinosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatow, ich obrobki,

miernictwa oraz wykorzystania w elektronice i innych dziedzinach gospodarki:

#* Materialy Elektroniczne — zawierajgce artykuly problemowe, teksty wystapien
pracownikéw ITME na konferencjach i Biuletyn PTWK (Polskie Towarzystwo
Wzrostu Krysztatow im. prof. J. Czochralskiego)

#* Prace ITME - zawierajgce monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, gtow-
nie pracownikow ITME

#* Nexus Research News — od 1998 r. (poprzednio MST News Poland) w jezyku an-
gielskim, zawierajacy artykuly dotyczace polskich/europejskich osiggnie¢ w za-
kresie mikrosystemow rozumianych jako zespot czujnikow przetwarzajgcych wiel-
kosci mierzone na sygnat elektryczny, uktadow obrobki tego sygnatu oraz wskaz-
nikow lub elementéw wykonawczych (actuators). Czasopismo jest sponsorowa-
ne przez Program Europejski NEXUS (Network of Excellence in Multifunctional Mi-
crosystems).

#*# Katalogi i karty katalogowe technologii, materiatow, wyrobdw i ustug
Informacje dotyczace katalogow i kart katalogowych mozna uzyskac:
tel. 8349730; fax: 8349003, komertel/fax 39120764, e-mail: itme@sp.itme.edu.pl
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PROTOKOL Z ZEBRANIA ZARZADU GLOWNEGO POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK)
IM. PROF. J. CZOCHRALSKIEGO W DNIU 24.11.2000 ROKU

Zebranie Zarzadu PTWK odbylo si¢ w Lublinie w Instytucie Fizyki Politechniki

Lubelskiej. Obecni byli:

78

prof. dr hab. Keshra Sangwal, prezes

prof. Tadeusz Lukasiewicz, sekretarz

dr Wiestaw Polak, sekretarz techniczny

dr hab. Stanistaw Krukowski, wiceprzewodniczacy Sekcji Krysztatéw Objgtoscio-
wych

prof. dr hab. Maciej Oszwadlowski, przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur Krysta-
licznych

. Zebranie rozpoczglo si¢ o 11.20 od powitania uczestnikow przez dyrektora IF PL

prof. Edwarda Spiewle.

Po otwarciu Zebrania przez prof. K. Sangwala, przyj¢to proponowany porzadek
obrad.

Po przeczytaniu protokotu z poprzedniego Zebrania Zarzadu PTWK, nastapito
glosowanie nad jego przyjeciem: 3 glosy za, 2 wstrzymujace (wstrzymaly sig
osoby nieobecne na Zebraniu w Katowicach).

Prof. M. Oszwaldowski obszernie zrelacjonowal stan przygotowan PCCG-6 roz-
dajac wczesniej wstgpna wersjg drugiej ulotki konferencyjnej, planu obrad i spisu
wyktadowcow. Wszyscy wykladowcy potwierdzili juz swoj udzial. Potencjalni
uczestnicy otrzymaja ulotk¢ do konca roku.

Organizatorzy zdecydowali si¢ na lokalizacj¢ konferencji w o§rodku Malta, przy
czym jedno popotudnie jest przewidziane na sesj¢ wyjazdowa w Kcyni. Koszty
uczestnictwa to: 400 zt cztonkowie Towarzystwa, przy czym asystenci i doktoran-
ci placiliby jeszcze mniej, natomiast 450 zt pozostali. Organizatorzy wystali juz
wniosek do KBN o dotacjg dla konferencji w wysokosci 36.000 zt. Prof. Oszwat-
dowski zgtosit wniosek o dokooptowanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza do
instytucji organizujacych PCCG-6. Wniosek ten przyjgto jednoglosnie. Obszernie
przedyskutowano wyboér tematow konferencji podawanych w ulotce.

Ponadto prof. K. Sangwal zgtosit potrzebg wprowadzenia do programu wyktadéw
gosci honorowych.
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W nastgpnym punkcie obrad, prof. T. Lukasiewicz poddat pod dyskusj¢ pomyst
zaznaczenia w jaki$ sposob obecnosci PTWK podczas ICCG-13. Prezes byt raczej
sceptyczny, argumentujac, ze organizatorzy konferencji nie rezerwuja czasu na
takie wystapienia. W. Polak przewidywal, ze na ogélne zainteresowanie wszyst-
kich uczestnikow mozna liczy¢ przez zlozenie propozycji wymiany informacji o
towarzystwach narodowych i ich cztonkach przez umieszczenie tych danych na
ich stronach WWW.

Sprawozdanie ze stanu dziatalnosci PTWK opart prof. Sangwal na sprawozda-
niach przewodniczacych sekcji tematycznych.

Prezes odczytat krotkie pisemne sprawozdanie dr hab. St. Ktosowicza, w ktérym
przewodniczacy Sekcji Krysztaloéw Ciektych i Molekularnych akcentowatl nabor
nowych czlonkéw. Nawiazujac do tego sprawozdania, prof. K. Sangwal i prof.
M.Oszwaldowski méwili o potrzebie otwarcia Sekcji na ludzi zainteresowanych
krysztalami molekularnymi.

Dr hab. S. Krukowski relacjonujac dziatalnos¢ Sekcji Krysztatlow Objgtosciowych
stwierdzit, ze do 20 stycznia 2000 r. dziatalnos¢ Sekcji byta organizowana przez
prof. Piekarczyka, a nastgpnie przez dr hab. S. Krukowskiego. W ramach tej dzia-
falnosci prof. Piekarczyk uzgodnil zorganizowanie w Katowicach przez dr Ewg
Talik i dr Alicj¢ Ratuszna Sympozjum "Wzrost i charakteryzacja krysztatow. In-
stytucjonalnym organizatorem byt Uniwersytet Slaski. W dwudniowym sympo-
zjum (6-7.04.2000 r.) uczestniczylo 75 osob, przedstawiono 18 wykladow i 38
plakatéw. Sympozjum dato mozliwo$¢ uzyskania wyczerpujacego przegladu prac
nad wzrostem i charakteryzacja krysztaléw objgtosciowych w Polsce. Poziom na-
ukowy i organizacja Sympozjum zostaly ocenione wysoko.

Prof. M. Oszwaldowski powiadomit, ze Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych li-
czy ok. 20 osob i prosit o dokladna listg osob, ktore zglosity che¢é dzialania w tej
sekcji 1 spisu sktadek wszystkich czlonkow PTWK. Tu prezes przypomniat, powo-
hujac sig na protokot z jednego z Zebran Zarzadu PTWK o zakresie obowiazkow
kazdego z sekretarzy Towarzystwa. Nastgpnie prof. Oszwaldowski nadmienil, ze
reprezentowal PTWK na uroczystosciach w Kcyni. Zorganizowatl na konferencji
w Zakopanem sesj¢ "Nanostructured Materials". Ocenil wysoko poziom wykla-
dow, ale stwierdzil, ze nie dopisata frekwencja. Obecnie sekcja jest zaangazowana
w organizacj¢ PCCG-6.

Sprawozdanie ze stanu finansowego PTWK rozpoczat prof. T. Lukasiewicz, poda-
jac aktualny stan finanséw na koncie Towarzystwa. Dr W. Polak poinformowat o
uaktualnieniu stanu ptaconych sktadek i listy cztonkow PTWK, jakiego dokonat
na polecenie prezesa. Zebrane materialy przekazatl na rgce prof. T. Lukasiewicza.
Wiele os6b ma kilkuletnie zalegtosci. Prof. K. Sangwal wnioskowat o skreslenie
tych osob z listy cztonkow PTWK. Whniosek przyjgto, zobowiazujac prezesa do
wystania listow ostrzegajacych o skresleniu, jesli nie nastapi wplata zaleglych
sktadek do konkretnie podanego dnia.
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Komunikat o prowadzonych pracach nad strona WWW ograniczata si¢ do podania
przez W. Polaka informacji, Zze wkrotce zostanie ona rozszerzona o czgs$¢ polskojg-
zyczna i pojawi si¢ aktualny spis cztonkow. Relacjonujacy zaapelowat do prze-
wodniczacych sekcji tematycznych o nadsylanie materiatow, ktore pozwolg wy-
pehic¢ strony WWW ich sekcji.

W ramach wolnych wnioskéw przyjgto wniosek prof. M. Oszwaldowskiego o
dopisanie punktu "przyjg¢cia nowych czlonkoéw". Wniosek zaakceptowano. Na-
stepnie jednoglosnie przyjeto nowych czlonkow PTWK Byli to: Z. Raszewski, W.
Piecek, J. Parka, K. Czuprynski, M. Olifierczuk, S. Gauza, E. Nowinkowski-Kru-
szelnicki, J. Kedzierski, J. Zielinski - wszyscy z WAT.

Przedyskutowano problem wydania "Directory of Crystal Growers in Poland" w
formie pisanej i strony WWW, ale nie podjgto tu zadnych decyzji. Akcentowany
byt problem: "Kto to zrobi i kto da na to pienigdze?"

O godz. 14.45 prof. K. Sangwal zamkna}l obrady.

Protokotowal Wiestaw Polak



Wskazowki dla autora

Redakcja czasopisma Materiaty Elektroniczne prosi o nadsyfanie artykutow poczta
elektroniczng na adres ointe@sp.itme.edu.pl lub na no$niku magnetycznym w na-

stepujacych formatach:
Tekst (edytory tekstu) Grafika
Word 6.0 lub 7.0 PCX, TIF, BMP, WFM, WPG

1. Grafika (materiaty ilustracyjne) powinny by¢ zapisane w oddzielnych plikach. Kaz-
dy materiat ilustracyjny (rysunek, tabela, fotografia itp.) w innym. Pliki mogg by¢
poddane kompresiji: ZIP, ARJ.

2. Objetos¢ do 15 str.

3. Tekst powinien byé¢ pisany w sposdb ciggty. Materiaty ilustracyjne (rysunki, ta-
bele, fotografie itp.) powinny by¢ umieszczone poza tekstem. Podpisy do rysun-
kow... itp. w jezyku: polskim i angielskim, rowniez winny by¢ zapisane w oddziel-
nym pliku.

4. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac sie nastepujace elementy: tytut
naukowy, imig i nazwisko autora, nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail. Na
$rodku stronicy tytut artykutu, rowniez w jezyku angielskim.

5. Materialy ilustracyjne, streszczenie, bibliografia, wzory:

- Do artykutu nalezy dotaczy¢ streszczenie nie przekraczajace 200 stow w jezy-
ku polskim i angielskim.

— W przypadku wzoréw i materiatéw ilustracyjnych nie bedacych oryginalnym
dorobkiem autora/6w nalezy zacytowac ich Zrédfo, umieszczajac je w biblio-
grafii.

— Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi.

— Pozycje bibliograficzne nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych w kolej-
nosci ich wystepowania.

Przykiad na opis bibliograficzny artykutu z czasopisma:

[1] Tomaszewski H., Strzeszewski J., Gebicki W.: The role of residual stresses in

layered composites of Y-ZrOo and Al»O3. J.Europ.Ceram.Soc. vol. 19, 1990,

no. 67, 255-262

Przyktad na opis bibliograficzny ksigzki:

Raabe J., Bobryk E.: Ceramika funkcjonalna. Warszawa: Politechnika Warszawska

1997, 152 s.

6. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskiej.
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Gtéwne kierunki dziatalnosci Instytutu Technolo%ii Materiatéw Elektro-
nicznych - prowadzenie badar naukowych i prac badawczo-rozwojowych
dotyczqcych: technoloqii otrzymywania i efeE'ywnego wykorzystania ma-
teriatéw elektronicznych.

Dziatania te dotyczq nasfqrpu[qcrch materiatéw i zwiqzkéw pétprzewod-
nikowych: (Si, GaAs, GaP InAs, InP): epitaksjalne warstwy péirrzewodni-
kowe (Si, GaAs. GaF InP GaAsP InGaAs, InGaAsP InGaAlP GaAlAs,
InAlAs); materialy laserowe (YAP YAG: Nd. Er; Pr, Ho, Tm, Cr): epitak-
sialne warstwy YAG; materiaty elektrooptyczne i piezoelektryczne (kwarc.
LiINbO3, LiTaO3, LipB4O7); materialy optoelekironiczne i nieliniowe
(CaF9, BaFp, boran baru BBOJ; materiaty (g:d*oiowe Kod wysokotempe-
raturowe warstwy nadprzewodzqce (SrlaGaOy, Srla |O$, CaNdAIOy,
NdGaO3); materialy i ksztaltki ceramiczne (AloO3, Y703, ZrO9,
SigNy); szkla o zadanych charakterystykach spektra?nya\ i aatywne wiék-
na $wiattowodowe i obrazowody; kompozyty metalowo-ceramiczne; zig-

cza zaawansowanych materialéw ceramicznych (SigNy, AIN) i kompo-

6w z metalami; kompozry metalowe i czyste mefale (Ga, In, Al, Cu, |

n, Ag, Sb); pas(?' do ukladéw hybrydowych; oraz zastosowania ich
io

w podzespotach: diody Schottky’ego, tranzystory FET i HEMT; lasery, fo-
todetektory; filtry i rezonatory z aEusfycznq falg powierzchniowq; maski
chromowe do fotolitografii.

Instytut wykonuje ustugi w zakresie technologii HI-TECH takich jak: fotoli-
tografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obrébka ter-
miczna oraz charakteryzacja materiatéw (spekirometria mas i Méssbave-
ra, FTIR, EPR, ICP RBS, spektrometria IR i UC, absorpcja atomowa, wyso-
korozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS, PITS, mi-
kroskopia optyczna i elektronowa; charakteryzacja ponespoiéw elekro-
nicznych: pomiary impedancyjne i pomiary widm promieniowania i szu-
méw).
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